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[緒言] 焦電型赤外線センサは、人体やガスなどの検知に利用されている。現在、焦電材料として

無機強誘電体であるチタン酸ジルコン酸鉛(PZT)が主に使用されているが、鉛を含むため環境負荷

が懸念されており、代替材料として有機強誘電体材料が注目されている。中でもフッ化ビニリデ

ンオリゴマー（OVDF：CF3-(CF2CH2)17-CF3）は、高い焦電係数を示すことから有力な候補材料で

ある。特に基板に対して垂直配向した OVDF薄膜は高結晶性・高耐熱性に由来する優れたセンサ

特性が期待される。しかし、垂直配向 OVDFの分極処理（ポーリング）には面内電極への高電圧

印加(100~120MV/m)が必要となるため、典型的なフォトリソ技術で作製される 25~50µmギャップ

面内電極では、ポーリング時の素子絶縁破壊が問題となっていた。本研究では、OVDF 真空蒸着

時に電界印加することで薄膜結晶の形成時に分極配列を誘導し、成膜後のポーリング処理が不要

な焦電型有機赤外線センサ薄膜の作製と焦電応答特性の観測を行った。 

[実験と結果]  SiO2/Si 基板上に電極間距離 1.3µm の Au 櫛形電極を作製した。焦電体層として

OVDF を基板温度 323K で真空蒸着法により成膜した。OVDF 成膜時に、櫛形電極間に OVDF 抗

電界(120MV/m)よりも極めて小さな電界(7.7MV/m)を印加した。成膜した OVDF薄膜に黒体輻射炉

から放射される赤外光(中心波長 3.75μm)を任意周波数(0.2~200Hz)にて変調入射し、出力電圧を測

定した。Fig. 1 に成膜時の電界印加あり/なしで作製した OVDF赤外線センサの焦電応答特性を示

す。なお両素子とも成膜後にポーリング処理は施していない。同一基板上に作製した電界印加な

し素子は微弱な焦電応答を示した。一方、

電界印加して作製した素子の焦電応答は明

確な焦電波形が観測され、その出力電圧値

は大幅に向上し、電圧感度 1000V/W を超え

る値を示した。真空蒸着時に電界を印加す

ることで、OVDF の分極が同一方向に制御

されたため、ポーリングレスで焦電応答特

性の発現に成功したものと考察される。 

本研究の一部は JSPS 科研費の助成を受け

たものです。 
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